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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το οξείδιο του ψευδαργφργου (ΖnΟ) είναι ζνασ θμιαγωγόσ εξαιρετικά χριςιμοσ ςε οπτοθλεκτρονικζσ 
εφαρμογζσ, ιδιαίτερα για τθν ανίχνευςθ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ, κακϊσ εμφανίηει ςε κερμοκραςία 
δωματίου ζνα άμεςο και μεγάλο ενεργειακό χάςμα (3.3 eV), μεγάλθ ενζργεια εξιτονικοφ δεςμοφ (60 
meV), κακϊσ και μεγάλθ διαπερατότθτα ςτο ορατό φωσ (>80%)[1]. Από τθν άλλθ μεριά το πυρίτιο (Si) είναι 
ζνασ θμιαγωγόσ μικροφ (ζμμεςου) ενεργειακοφ χάςματοσ  (1.07 eV) ςε κερμοκραςία δωματίου, ο οποίοσ 
χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςε φωτοδιόδουσ ορατισ ακτινοβολίασ[2]. Εξαιτίασ των παραπάνω θ ετεροεπαφι 
n-ΖnO/p-Si λειτουργεί αποτελεςματικά ωσ φωτοδίοδοσ τόςο για τθν ανίχνευςθ τθσ υπεριϊδουσ όςο και 
τθσ ορατισ ακτινοβολίασ[1]. Η μικροδόμθςθ του υποςτρϊματοσ πυριτίου με τθ χριςθ παλμικοφ laser 
κεωρείται μια καλι λφςθ για τθν ενίςχυςθ τθσ απόκριςθσ τθσ φωτοδιόδου (ΖnO/p-Si) λόγω αφξθςθσ τθσ 
ειδικισ επιφάνειασ τθσ ετεροεπαφισ, αλλά και χάρθ ςτθν ικανότθτα του μικροδομθμζνου πυριτίου να 
απορροφά αποτελεςματικά και τθν υπζρυκρθ ακτινοβολία, ςε αντίκεςθ με το ακατζργαςτο Si[2[.  

Στθν παροφςα εργαςία καταςκευάςτθκαν δυο διατάξεισ ετεροεπαφϊν από οξείδιο του ψευδαργφρου 
πάνω ςε μικροδομθμζνο και επίπεδο υπόςτρωμα πυριτίου. Ακολοφκωσ μελετικθκαν τα θλεκτρικά και 
οπτικά τουσ χαρακτθριςτικά. Αρχικά ζγινε ακτινοβόλθςθ ενόσ υποςτρϊματοσ p-Si με παλμοφσ laser 
διάρκειασ nanosecond ςε περιβάλλον εξαφκοριοφχου κείου (SF6), με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ 
δικτφου κωνικϊν μικρο-ακίδων πάνω ςτθν επιφάνεια του. Η επίςτρωςθ του μικροδομθμζνου και 
επίπεδου πυριτίου με λεπτό υμζνιο οξειδίου του ψευδαργφρου πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο 
εναπόκεςθσ ατομικοφ ςτρϊματοσ (ALD). Εν ςυνεχεία καταςκευάςτθκαν με τθ μζκοδο τθσ κερμικισ 
εξάχνωςθσ δφο μεταλλικζσ επαφζσ αλουμινίου (Al), μια ςτθν κάτω επιφάνεια κάκε ετεροεπαφισ (Si) και 
μια ςτθν πάνω επιφάνεια (ΖnO) προκειμζνου να μελετθκοφν τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά τουσ. Για τον 
υπολογιςμό τθσ απόκριςθσ των δφο φωτοδιόδων ςτα διάφορα μικθ κφματοσ ζγιναν μετριςεισ 
φωτοαγωγιμότθτασ με τθ χριςθ λάμπασ ξζνου και ενόσ μονοχρωμάτορα. Ακολοφκωσ ζγιναν οπτικζσ 
μετριςεισ για τον υπολογιςμό τθσ διάχυτθσ και τθσ κατοπτρικισ ανακλαςτικότθτασ, οφτωσ ϊςτε να 
μελετθκεί θ ικανότθτα των δφο διατάξεων να απορροφοφν τθν θλιακι ακτινοβολία.  
Η μορφολογία των διατάξεων και θ χθμικι ςφςταςθ τθσ επιφάνειασ τουσ μελετικθκε με θλεκτρονικό 
μικροςκόπιο ςάρωςθσ (SEM) και με φαςματοςκοπία εκπομπισ ακτίνων-Χ (EDX), ενϊ για τον εντοπιςμό 
των διάφορων χθμικϊν ςτοιχείων ςε βάκοσ ωσ προσ τθν επιφάνεια του δείγματοσ χρθςιμοποιικθκε θ 
φαςματοςκοπία μάηασ δευτερευόντων ιόντων (SIMS).  
Από τισ παραπάνω θλεκτρικζσ και οπτικζσ μετριςεισ προκφπτει διοδικι ςυμπεριφορά και για τισ δφο 
διατάξεισ, με ςαφϊσ υψθλότερθ απόκριςθ για τθν μικροδομθμζνθ φωτοδίοδο ςε όλα τα μικθ κφματοσ, 
γεγονόσ που ςχετίηεται με τθν αφξθςθ τθσ ενεργοφ επιφάνειασ αλλά και τθ μειωμζνθ ανακλαςτικότθτα 
που εμφανίηει θ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ. 
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